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(57) Abstract: The invention relates to 
a method for the production of oiganlc 
solar cells or photo detectors, especially 
based on oi^ganic polymers. Said method 
comprises the following steps: - a first 
organic n or p conducting semi-conductor 
layer is applied to an electrode, a second 
of^anic semi-conductor layer having 
other corresponding conductive properties 
is applied to the solid first oiganic 
semi-conductor layer, the solvent of the 
second organic layer paitially dissolves on 
the first organic semi-oiganic layer such 
that the first semi-conductor mixes with 
the second semi-conductor and forms a bulk 
heteroj unction mixing layer, and a second 
electrode is applied in an opposite manner 
to the first 

(57) Zusammcnfassung: Verfahren zur 
Herstellung von organischen Solarzellen 
Oder Photodetektoren, insbesondere auf 
der Basis von organischen Polymeren, 
bestehend aus folgenden Schritten: - auf 
einer Eleklrode wird eine erste oiganische 
n- Oder p- leitende Halbleiterschicht 
aufgebracht, - auf der festen ersten 
organischen Halbleiterschicht wild eine 
zweite oiganische Halbleiterschicht mit 
der entsprechend anderen Leitf^gkeit 
aufgebrachl, deren LOsungsmiUel die erste 
oi]ganische Halbleiterschicht leilweise 

fFometzjung auf der nUchsten SeiteJ 
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mit dem zweiten Halbleiter vemuscht und eine Bulk-Heterojunction-Mischschicht bildet, - eine zweite Elektrode wird 
]iegend zur ersten aufgebracht 



